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Magnetické polovodic¢e pripravované na zadklade III-V polovodicov vyvolali v
poslednej dobe vlnu zdujmu najmd& kvoéli moznym aplikdcidm v oblasti
spintroniky. Spintronické technoldgie umoznuju vyuzitim elektrickych a
magnetickych vlastnosti materidlov pracovat s elektrdénovym spinom podobne,
ako s nadbojom elektrdénu u bezZnych elektronickych stciastok. VSeobecne sa
oCakéva, Ze materidly pripravené na zdklade polovodic¢ov s magnetickymi
alebo k spinu vztiahnutelnymi vlastnostami umozZnia vznik UGplne novych
stc¢iastok v ktorych sa bude vyuZivat nielen ndboj elektrdédnov a dier, ale aj
ich spin. Vyuzitie modernych epitaxnych technolégii MBE a MOVPE umoznuje
pripravu celého radu polovodic¢ovych materidlov s magnetickymi vlastnostami.
V stcCasnosti stédle ostdva nezodpovedand otazka, ktory vymenny mechanizmus
umoznuje v III-V polovodicoch stabilizovat feromagneticku féazu.
Koncentradcia magnetickych iénov (obycajne Mn) je velmi nizka a vzdialenosti
medzi nimi dosahuju 1-3 nm. VSeobecne akceptovand predstava, Ze v III-V
polovodic¢och hraju pri stabilizdcii feromagnetizmu kluc¢ova Glohu volné
nosice sa ukédzala ako platnd len c¢iastocne. Na zaklade nej je moZné
vysvetlit vac¢sinu vlastnosti GaMnAs pripravovaného pomocou MBE technolébgie.
Nedokaze vsak vysvetlit vlastnosti InMnAs, pri ktorom bola dosiahnuté
hodnota Curieho teploty vySe 330 K.

Aplikovanie technoldgie pouZivane] na rast kvantovych bodiek prinieslo nové
informadcie a otvorilo nové moZnosti skimania III-V feromagnetickych
polovodic¢ov. Hlavnym prinosom Jje zdokonalenie krysStalografickej dokonalosti
v dbsledku aplikédcie Stranski-Krastanov rastového médu, vysokd homogenita
pripravovaného materidlu v désledku obmedzeného zdroja materidlu (zméacacia
vrstva v rozsahu 0.5 - 5 monovrstvy) a mozZnost dosiahnut vyssiu
koncentraciu magnetickych iénov v objemove] jednotke bez tvorby klastrov.
Hlavnou vyhodou pouZitia kvantovo obmedzenych Struktar je prediZenie
spinového relaxac¢ného casu, c¢o je dbéleZité pre budlce aplikacie takychto
systémov.

V predndske sa sustredime na prehlad stcasného stavu problematky,
objasnenie hlavnych rozdielov medzi r&znymi materidlovymi systémami z
hladiska ich Specifickych fyzikdlnych vlastnosti a ich potencidlu pre mozné
aplikécie v spintronike. Budeme tieZ prezentovat nase vysledky dosiahnuté v
oblasti sklmania vplyvu nanorozmeru na vlastnosti feromagnetického InMnAs,
vztah medzi materialovymi a magnetickymi vlastnostami. Pouk&Zeme na
moznosti technoldégie MOCVD a porovnadme ich s potencidlom technoldégie MBE



